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(57) Hauptanspruch: Verfahren zum Schreiben in einen

RAM mit Spaltenléschung, wobei das Verfahren folgende

Schritte aufweist:

Schreiben eines zweiten Logikzustands in mindestens

eine Speicherzelle von Speicherzellen einer ersten ausge-

wahlten Reihe in einem Array von Speicherzellen, wobei

das Array in Reihen und Spalten von Speicherzellen ange-

ordnet ist, durch:

Schreiben (202) eines ersten Logikzustands in alle der
Speicherzellen einer ersten ausgewahlten Reihe, wobei

das Schreiben eine Zugriffsvorrichtung verwendet; und als

nachstes

Léschen (204) der mindestens einen der Speicherzellen

der ersten ausgewahlten Reihe auf den zweiten Logikzu-

stand, wobei das Ldschen eine erste Freigabeleitung fur

die erste ausgewahlte Reihe und eine L&schleitung fir

jede von mindestens einer Spalte entsprechend der min- at;z 104
destens einen der Speicherzellen verwendet. WLT = 102

BL1

112
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich allge-
mein auf integrierte Schaltungen und insbesondere
auf Techniken und Schaltungen zum Speichern von
Daten in einen statischen Direktzugriffsspeicher.

[0002] Aus der US 4,805,149 A ist eine Speicher-
vorrichtung mit einer Mehrzahl von Speicherzellen
bekannt, die in einer Matrix mit Zeilen und Spalten
angeordnet sind. Die Speichervorrichtung enthalt
eine Zeilenaktivierungsschaltung zum gleichzeitigen
Aktivieren aller Zeilen der Matrix sowie eine Spalten-
aktivierungsschaltung zum gleichzeitigen Anlegen
entweder eines Ricksetzungssignals oder eines Vor-
einstellungssignals an die Spalten der Matrix.

[0003] Aus der DE 68 916 858 T2 ist ein SRAM mit
mehreren 1/O-Leitungen bekannt, der ein Speicher-
zellenarray mit Spalten aufweist, wobei die Spalten
selektiv als Funktion der assoziierten 1/0-Leitung ge-
I6scht werden kénnen. Die Spalten sind in Paaren
angeordnet, wobei jede Spalte in dem Paar mit der
gleichen 1/O-Leitung assoziiert ist. Ein Ldschsignal
wird Uber eine Leitung eingespeist und einen Treiber
getrieben. Das Loschsignal ist nur mit dem Paar ver-
knipft, das mit der ausgewahlten 1/O-Leitung assozi-
iert ist. Die Ubrigen Spalten, die mit den nicht ausge-
wahlten 1/O-Leitungen verknipft sind, werden nicht
geldscht.

[0004] JP 02-121190 A beschreibt ein SRAM-Spei-
cherelement mit einer Matrix aus Speicherzellen, von
der jede aus einer Auswahlwortleitung, zwei Bitleitun-
gen und Flip-Flop-Schaltungen aufgebaut ist. Bei
dem SRAM-Speicherelement ist ferner eine Potenti-
aleinstellungseinrichtung vorgesehen, die ein vorbe-
stimmtes Potential in den Flip-Flop-Schaltungen un-
abhangig von den Bitleitungen einstellt, wobei ferner
eine oder mehrere Potentialeinstellungssteuerleitun-
gen zum Steuern der Potentialeinstellungseinrich-
tung vorgesehen sind. Wenn eine Speicherzelle ge-
I6scht werden soll, wird der Léschvorgang mit der Po-
tentialeinstellungseinrichtung wahrend der Vorlade-
periode der Bitleitungen durchgefiihrt.

[0005] Aus der US 5,285,420 A ist eine Speicher-
vorrichtung mit einem Speicherzellenarray, einer Le-
seschaltung, einer Schreibschaltung und einer Rick-
setzschaltung bekannt. Die Leseschaltung ist zum
selektiven Auslesen der Datenbits aus den Speicher-
zellen betreibbar. Die Schreibschaltung ist zum se-
lektiven Schreiben von Datenbits in die Speicherzel-
len betreibbar. Die Ricksetzschaltung umfasst eine
Mehrzahl von einzelnen Schaltungen, die jeweils an
die Speicherzellen gekoppelt sind und auf ein exter-
nes Ricksetz-Steuersignal ansprechen, um zu be-
wirken, dass die Schaltungen laufend die Rick-
setz-Datenbits den Speicherzellen zufiihren.
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[0006] Ein statischer Direktzugriffsspeicher (SRAM;
SRAM = static random access memory) wird in vielen
elektronischen Systemen verwendet, um digitale Da-
ten zu speichern, ohne einen Bedarf nach einer peri-
odischen Aktualisierung. Der Cash-Speicher vieler
Computersysteme besteht z. B. aus einem SRAM.
Eine typische SRAM-Zelle, die in einem Metalloxid-
halbleiter-(MOS-; MOS = metal-oxide-semiconduc-
tor)Prozef3 mit einem Lese-/Schreib-Tor produziert
wurde, ist oft aus sechs Transistoren hergestellt — vier
Transistoren zum Halten der Daten und zwei Transis-
toren pro Lese-/Schreib-Tor, die als Zugriffsvorrich-
tungen verwendet werden. Die Zugriffsvorrichtungen
werden Ublicherweise durch "Wortleitungen” gesteu-
ert, die in eine erste Richtung laufen (z. B. ber eine
Reihe oder in die horizontale Richtung, wenn es in
eine gewisse Richtung ausgerichtet gesehen wird),
und wirde Daten aus ”Bitleitungen” nehmen/able-
gen, die in eine andere Richtung laufen (z. B. entlang
einer Spalte oder in die vertikale Richtung, betrachtet
aus der oben beschriebenen Ansicht). Daher erfor-
dert eine typische SRAM-Zelle eine Wortleitung, die
in die horizontale Richtung lauft, pro Reihe von
SRAM-Zellen, und zwei Bitleitungen, die in die verti-
kale Richtung laufen, pro Spalte von SRAM-Zellen.

[0007] Einige spezialisierte Anwendungen erfordern
jedoch eine SRAM-Zelle, die eine Funktionalitat zu-
satzlich zu einem einzelnen Lese-/Schreib-Tor auf-
weist. Eine derartig spezialisierte Anwendung umfafdt
die Speicherung von “physikalischen Treffervekto-
ren”, wie in der U.S. 6,014,732 beschrieben ist, die
hierdurch hierin durch Bezugnahme aufgenommen
wird. Diese Anwendung erfordert zwei Le-
se-/Schreib-Tore und die Fahigkeit, eine gesamte
Spalte von SRAM-Zellen zu Idschen.

[0008] Das Hinzufiigen eines anderen Le-
se-/Schreib-Tors und die Fahigkeit, eine gesamte
Spalte zu l6schen, erhéht die Anzahl von Wortleitun-
gen, die horizontal laufen, und die Anzahl von Bitlei-
tungen, die vertikal laufen. Genauer gesagt wuirden
zwei zusatzliche Bitleitungen, die vertikal laufen, fur
das zweite Lese-/Schreib-Tor und eine ,Lésch”-Lei-
tung fiir jede Spalte von SRAM-Zellen gebraucht, die
ebenfalls vertikal lauft. Auf ahnliche Weise miufite
eine zusatzliche Wortleitung horizontal Uber jede Rei-
he von SRAM-Zellen laufen. Dies bringt die gesamte
Anzahl von Leitungen, die vertikal Gber eine gegebe-
ne SRAM-Zelle laufen, auf funf, und die gesamte An-
zahl von Leitungen, die horizontal laufen, auf zwei,
also insgesamt sieben Leitungen, die Uber jede
SRAM-Zelle laufen.

[0009] Diese Anzahl von Leitungen, insbesondere
Leitungen, die in eine vertikale Richtung laufen, neigt
dazu, die GroéRe der SRAM-Zelle bedeutend zu erho-
hen und deren Betriebsfrequenz zu reduzieren. Dem-
entsprechend besteht ein Bedarf in der Technik nach
einer zweitorigen SRAM-Zelle mit einer Spalten-
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I6schfunktion, die weniger als funf vertikale Leitun-
gen und weniger als sieben Leitungen insgesamt
Uber die Zelle aufweist.

[0010] Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, ein verbessertes Verfahren zum Schreiben in
ein RAM-Array zu schaffen.

[0011] Diese Aufgabe wird geldst durch ein Verfah-
ren gemall Anspruch 1. Weiterbildungen der Erfin-
dung sind in den Unteranspriichen angegeben.

[0012] Die vorliegende Erfindung schafft eine
SRAM-Zelle und ein -Array, das eine Spaltenldsch-
funktion mit nur drei vertikalen Leitungen und sechs
Leitungen insgesamt Uber eine Zelle aufweist, und
ein Verfahren zum Betreiben dieser Zelle und des Ar-
rays dieser Zellen. Anstelle von zwei Bitleitungen pro
Tor und zwei Zugriffsvorrichtungen pro Tor, wie in ei-
ner herkdbmmlichen SRAM-Zelle, wird eine Bitleitung
und eine Zugriffsvorrichtung pro Tor verwendet. Zu-
satzlich dazu werden eine zusatzliche Bitleitung, eine
zusatzliche Wortleitung und zwei Vorrichtungen in
Reihe verwendet, um den Spaltenldschbetrieb durch-
zufiihren und eine Schreiboperation abzuschliel3en.

[0013] Die Zelle wird zum Durchfiihren von Schrei-
boperationen unter Verwendung eines
Zwei-Schritt-Prozesses betrieben. Um ein Schreiben
durchzufiihren, wird jede Zelle in einer zu schreiben-
den Reihe wahrend eines ersten Schritts voreinge-
stellt. Dann wird jede Zelle, fur die eine Null geschrie-
ben werden soll, unter Verwendung der zusatzlichen
Bitleitung und der zusatzlichen Wortleitung geléscht,
um die zu I6éschenden Zellen zu adressieren. Eine
Zellspalte kann durch Freigeben aller Reihen zum
Léschen und durch nachfolgendes Aktivieren des
Spaltenléschsteuersignals flr jede zu Idschende
Spalte in dem Array geléscht werden.

[0014] Andere Aspekte und Vorteile der vorliegen-
den Erfindung werden aus der nachfolgenden, detail-
lierten Beschreibung offensichtlich, die in Verbindung
mit den beiliegenden Zeichnungen vorliegt, die die
Prinzipien der Erfindung beispielhaft darstellen.

[0015] Bevorzugte Ausflihrungsbeispiele der vorlie-
genden Erfindung werden nachfolgend Bezug neh-
mend auf die beiliegenden Zeichnungen naher erlau-
tert. Es zeigen:

[0016] Fig. 1 eine schematische Darstellung eines
SRAM mit Spaltenléschfunktionalitat, der insgesamt
sechs Leitungen tber denselben aufweist;

[0017] Eig.2 ein FluRdiagramm, das ein Verfahren
zum Schreiben von Daten in eine Reihe der
SRAM-Zellen darstellt, die in Fig. 1 gezeigt sind; und

[0018] Fig. 3 ein FlulRdiagramm, das ein Verfahren
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zum Léschen von mindestens einer Spalte von
SRAM-Zellen darstellt, die in Fig. 1 gezeigt sind.

[0019] Fig. 1 ist eine schematische Darstellung ei-
nes SRAM mit einer Spaltenléschfunktion, der insge-
samt sechs Leitungen Uber denselben aufweist. In
Fig. 1 laufen eine erste, eine zweite bzw. eine dritte
Wortleitung WL1 102, WL2 104, WL3 106 in einer
ersten Richtung Uber die Zelle. Zu Darstellungszwe-
cken wird diese erste Richtung hierin nachfolgend als
die horizontale Richtung bezeichnet. Eine erste, eine
zweite bzw. eine dritte Bitleitung BL1 112, BL2 114,
BL3 116 laufen in einer zweiten Richtung Uber die
Zelle. Zu Darstellungszwecken wird dieselbe hierin
nachfolgend als die vertikale Richtung bezeichnet.
Wenn ferner die SRAM-Zellen von Fig. 1 in einem
zweidimensionalen Array plaziert sind, werden die
zueinander benachbarten Zellen in der horizontalen
Richtung derart bezeichnet, daf} sie in einer Reihe
sind, und die zueinander benachbarten Zellen in der
vertikalen Richtung werden derart bezeichnet, dal}
sie sich in einer Spalte befinden. Abschlielend wird
darauf hingewiesen, dal} die Gesamtanzahl von Lei-
tungen, die die Zelle liberqueren, sechs betragt, und
die Gesamtanzahl in der vertikalen Richtung drei ist.
Dies ist vorteilhaft im Vergleich mit den insgesamt
sieben und funf Vertikalen einer herkdmmlichen,
zweitorigen Zelle mit Spaltenléschbedurfnissen.

[0020] Die P-Kanal-Feldeffekttransistoren (PFET;
PFET = P-channel field effect transistor) 120 und 122
und die N-Kanal-Feldeffekttransistoren (NFET; NFET
= N-channel field effect transistor) 124 und 126 bilden
ein Paar kreuzgekoppelter CMOS-Inverter, die als
ein Speicherelement der SRAM-Zelle wirken, die in
Eig. 1 gezeigt ist. Dies gilt ausschlieBlich zu Darstel-
lungszwecken. Ein anderer Typ von Speicherele-
menten kdnnte ebenfalls verwendet werden. Die Er-
findung koénnte z. B. mit kreuzgekoppelten NMOS-In-
vertern, einem Flip-Flop, das aus NAND- oder
NOR-Gattern gebildet ist, oder anderen Typen von
Speicherelementen verwendet werden, die unter-
schiedliche Techniken verwenden, wie z. B. magneti-
sche Direktzugriffsspeicherzellen (MRAM-Zellen;
MRAM = magnetic random access memory).

[0021] Ein erster der quer gekoppelten Inverter ist
durch den PFET 120 und den NFET 124 gebildet.
Der Eingang zu diesem Inverter ist der Knoten BL
und der Ausgangs ist der Knoten BH. Die Quelle des
PFET 120 ist mit der positiven Versorgungsspannung
verbunden. Der Drain des PFET 120 ist mit dem Kno-
ten BH verbunden, der mit dem Gatter des PFET
122, dem Gatter des NFET 126, dem Drain des
NFET 124 und dem Drain des NFET 140 verbunden
ist. Die Quelle des NFET 124 ist mit der negativen
Versorgungsspannung verbunden. Die Gatter von
sowohl dem PFET 120 und dem NFET 124 sind bei-
de mit den Drains des PFET 122 und des NFET 126
verbunden.
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[0022] Ein zweiter der quer gekoppelten Inverter ist
durch den PFET 122 und den NFET 126 gebildet.
Der Eingang zu diesem Inverter ist der Knoten BH
und der Ausgang der Knoten BL. Die Quelle des
PFET 122 ist mit der positiven Versorgungsspannung
verbunden. Der Drain des PFET 122 ist mit dem Kno-
ten BL verbunden, der mit dem Gatter des PFET 120,
dem Gatter des NFET 124, dem Drain des NFET 126
und den Drains der NFETs 130 und 132 verbunden
ist. Die Quelle des NFET 126 ist mit der negativen
Versorgungsspannung verbunden. Die Gatter von
sowohl dem PFET 122 und dem NFET 126 sind bei-
de mit den Drains des PFET 120 und des NFET 124
verbunden.

[0023] Der NFET 130 ist eine erste Zugriffsvorrich-
tung. Das Gatter des NFET 130 ist mit der Wortlei-
tung WL1 102 verbunden. Der Drain des NFET 130
ist mit der Bitleitung BL1 112 verbunden. Der NFET
132 ist eine zweite Zugriffsvorrichtung. Das Gatter
des NFET 132 ist mit der Wortleitung 104 verbunden.
Der Drain des NFET 132 ist mit der Bitleitung 114 ver-
bunden.

[0024] Die NFETs 140 und 142 bilden eine Spalten-
I6schlogik, die die Fahigkeit zum Léschen der Zelle
liefert, wenn sie durch eine Reihe und eine Spalte
richtig adressiert wird. Das Gatter des NFET 140 ist
mit der Bitleitung BL3 116 verbunden. Die Quelle des
NFET 140 ist mit dem Drain des NFET 142 verbun-
den. Das Gatter des NFET 142 ist mit der Wortleitung
WL3 106 verbunden. Die Quelle des NFET 142 ist mit
der negativen Versorgungsspannung verbunden.

[0025] Umdiein Eig. 1 gezeigte Zelle zu lesen, wer-
den entweder eine oder beide Bitleitungen 112 und
114 vorgeladen und die Vorladevorrichtung wird aus-
geschaltet, so daR die Bitleitungen 112 oder 114 auf
einem Vorladepegel liegen. Wenn dann die Wortlei-
tung 102 und/oder die Wortleitung 104 auf hoch ge-
zogen werden, werden eine oder beide der Zugriffs-
vorrichtungen 130 bzw. 132 angeschaltet. Dies er-
moglicht es dem Wert, der durch die Speicherele-
mente als Ausgangssignal an dem Knoten BL ge-
speichert ist, die Bitleitungen 112 oder 114 zu laden
oder zu entladen. Die Bitleitungen 112 und 114 wer-
den abhangig von dem Vorladepegel und dem Wert
an dem Knoten BL geladen oder entladen. Wenn die
Bitleitung 112 z. B. auf die positive Versorgungsspan-
nung vorgeladen wurde und das Speicherelement BL
auf tief getrieben hat (d. h. bei oder nahe dem nega-
tiven Versorgungsspannungspegel), dann wirde die
Bitleitung 112 durch die Zugriffsvorrichtung 130 und
das Speicherelement entladen werden. Der gesenkte
Spannungspegel der Bitleitung 112 konnte dann
durch einen Leseverstarker an der Bitleitung 112 ge-
lesen werden. Ein anderes Beispiel ist, wenn die Bit-
leitung 112 auf einen Zwischenwert vorgeladen wur-
de (d. h. nicht in der Nahe des positiven oder des ne-
gativen Versorgungsspannungspegels) und das
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Speicherelement den BL auf ein Hoch getrieben hat
(d. h. bei oder nahe dem positiven Versorgungsspan-
nungspegel). In diesem Fall wiirde die Bitleitung 112
durch die Zugriffsvorrichtung 130 und das Speicher-
element geladen werden. Dieser erhdhte Span-
nungspegel an der Bitleitung 112 kénnte dann durch
einen Leseverstarker an der Bitleitung 112 gelesen
werden. Es wird darauf hingewiesen, dal} zwei Le-
sungen gleichzeitig entweder von der gleichen oder
von unterschiedlichen Reihen durchgefiihrt werden
kénnen, da zwei Zugriffsvorrichtungen 130, 132 und
zwei Bitleitungen 112, 114 vorliegen.

[0026] Ein Verfahren zum Schreiben in eine Reihe
bzw. Zeile von SRAM-Zellen gemaR Fig. 1 ist durch
ein FluRdiagramm dargestellt, das in Fig. 2 gezeigt
ist. Bei einem Schritt 202 werden logische Einsen in
die gesamte Reihe von Zellen geschrieben, die ge-
schrieben werden. Dies wird durch Treiben aller Bit-
leitungen BL1 112 fur die Reihe auf tief durchgefinhrt,
wahrend die Wortleitung WL1 102 aktiv ist. Dies be-
wirkt, dal} das Speichersignal eine logische Null an
BL und eine logische Eins an BH halt. Es wird darauf
hingewiesen, dal} bei den in Fig. 1 gezeigten Zellen
die Wortleitungen WL1 102, WL2 104, WL3 106 und
die Bitleitung BL3 116 aktiv sind, wenn dieselben auf
hoch getrieben werden (d. h. zu der positiven Versor-
gungsspannung hin getrieben werden).

[0027] Beieinem Schritt 204 wird die Reihe zum L6-
schen aktiviert. Dies wird durch Freigeben von WL3
106 durchgefihrt. Um einen Treiberkampf zu verhin-
dern, wenn WL3 aktiviert wird, sollten WL1 und WL2
deaktiviert werden.

[0028] Bei einem Schritt 206 werden die Spalten-
I6schsignale fur alle Zellen in der Reihe, die logische
Nullen speichern sollen, aktiviert. Dies wird durch Ak-
tivieren von BL3 116 flr die Spalten durchgefiihrt, die
jeder Zelle in der Reihe entsprechen, die eine logi-
sche Null speichern soll. Dementsprechend verur-
sacht dies, daf} das Speicherelement fur diese Zellen
eine logische Eins auf dem BL und eine logische Null
auf BH halt.

[0029] Ein Verfahren zum Léschen einer Spalte von
SRAM-Zellen, gezeigt in Fig. 1, wird durch ein Flu3-
diagramm dargestellt, gezeigt in Fig. 3. Bei einem
Schritt 302 werden alle der zu I6schenden Reihen in
dem SRAM zum Ldschen aktiviert. Dies wird durch
Aktivieren von WL3 fiir alle zu I6schenden Reihen
durchgefiihrt. Um eine gesamte Spalte zu Iéschen,
wirde die WL3 fir alle Reihen aktiviert. Um die Spal-
ten nur in einem Teilsatz von Reihen zu I6schen, wiir-
de ein Teilsatz von WL3-Leitungen in dem Array akti-
viert.

[0030] Beieinem Schritt 304 wird das Spaltenldsch-
signal fur die Spalten aktiviert, die geléscht werden
sollen. Dies wird durch Aktivieren von BL3 116 fir die
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eine oder mehrere zu l6schende Spalten durchge-
fuhrt.

Patentanspriiche

1. Verfahren zum Schreiben in einen RAM mit
Spaltenléschung, wobei das Verfahren folgende
Schritte aufweist:

Schreiben eines zweiten Logikzustands in mindes-
tens eine Speicherzelle von Speicherzellen einer ers-
ten ausgewahlten Reihe in einem Array von Spei-
cherzellen, wobei das Array in Reihen und Spalten
von Speicherzellen angeordnet ist, durch:

Schreiben (202) eines ersten Logikzustands in alle
der Speicherzellen einer ersten ausgewahlten Reihe,
wobei das Schreiben eine Zugriffsvorrichtung ver-
wendet; und als nachstes

Léschen (204) der mindestens einen der Speicher-
zellen der ersten ausgewahlten Reihe auf den zwei-
ten Logikzustand, wobei das Loschen eine erste Frei-
gabeleitung fiir die erste ausgewahlte Reihe und eine
Loéschleitung fur jede von mindestens einer Spalte
entsprechend der mindestens einen der Speicherzel-
len verwendet.

2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei zum L6-
schen der mindestens einen der Speicherzellen der
ersten ausgewahlten Reihe auf den zweiten Logikzu-
stand mindestens eines aus einer Mehrzahl von
Spaltenléschsignalen (206) entsprechend der min-
destens einen der Speicherzellen der ersten ausge-
wahlten Reihe aktiviert wird, wahrend ein erstes
Loéschfreigabesignal fir die erste ausgewahlte Reihe
aktiv ist, wobei das Léschen nach dem Schreiben
(202) eines ersten Logikzustands in alle der Spei-
cherzellen einer ersten ausgewahlten Reihe durch-
gefuhrt wird.

3. Verfahren gemafly Anspruch 1, bei dem das
Schreiben von Daten ferner folgenden Schritt auf-
weist:

Aktivieren eines zweiten L&schfreigabesignals fir
eine zweite ausgewahlte Reihe einer Mehrzahl von
Speicherzellen.

4. Verfahren gemaR Anspruch 2, bei dem das Ak-
tivieren von dem mindestens einen der Mehrzahl von
Spaltenléschsignalen (206), wahrend das erste
Loéschfreigabesignal aktiv ist, den zweiten Logikwert
in jeder Speicherzelle der Reihe der Mehrzahl von
Speicherzellen speichert, die ein aktiviertes Spalten-
I6schsignal (206) aufweist.

5. Verfahren nach Anspruch 1, wobei
das Schreiben des ersten Logikzustands in alle der
Speicherzellen der ersten ausgewahlten Reihe fol-
gende Schritte aufweist:
Treiben von Datenleitungen flr jede Spalte des Ar-
rays von Speicherzellen auf den ersten Logikwert;
und
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Aktivieren einer zweiten Freigabeleitung flr die erste
ausgewahlte Reihe des Arrays von Speicherzellen
und dadurch Speichern (202) des ersten Logikwerts
in jede einer Mehrzahl von Speicherzellen in der ers-
ten ausgewahlten Reihe des Arrays von Speicherzel-
len;

und wobei das Ldschen der mindestens einen der
Speicherzellen der ersten ausgewahlten Reihe auf
den zweiten Logikzustand folgende Schritte aufweist:
Aktivieren (204) der ersten Freigabeleitung fur die
erste ausgewahlte Reihe des Arrays von Speicher-
zellen; und

Aktivieren (206) von mindestens einer Spaltenldsch-
leitung fur eine Spalte des Arrays von Speicherzellen
und dadurch Speichern eines zweiten Logikwerts in
der mindestens einen der Mehrzahl von Speicherzel-
len in der Reihe des Arrays von Speicherzellen, wo-
bei das Aktivieren der mindestens einen Spalten-
I6schleitung nach dem Aktivieren der ersten Freiga-
beleitung durchgefiihrt wird.

6. Verfahren gemafl Anspruch 5, bei dem das
Schreiben von Daten ferner folgende Schritte auf-
weist:

Aktivieren einer dritten Freigabeleitung flr eine zwei-
te Reihe des Arrays von Speicherzellen und dadurch
Speichern (202) des ersten Logikwerts in jede einer
zweiten Mehrzahl von Speicherzellen in der zweiten
Reihe des Arrays von Speicherzellen; und

Aktivieren (204) einer vierten Freigabeleitung fir die
zweite Reihe des Arrays von Speicherzellen.

7. Verfahren gemal Anspruch 6, wobei durch
den Schritt des Aktivierens (206) von der mindestens
einen Spaltenldschleitung fir eine Spalte des Arrays
von Speicherzellen der zweite Logikwert in mindes-
tens einer der zweiten Mehrzahl von Speicherzellen
in der zweiten Reihe des Arrays von Speicherzellen
gespeichert wird.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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202~

SCHREIBE LOGISCHE
"1-en"” IN DIE GESAMTE
REIHE VON ZELLEN

204

AKTIVIERE REIHE
ZUM LOSCHEN

206 ~

AKTIVIERE SPALTEN-
LOSCHSIGNAL FUR ALLE
ZELLEN IN DER REIHE
ZUM SPEICHERN
LOGISCHER "0-en"

FIG. 2
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302

AKTIVIERE REIHEN
ZUM LOSCHEN

304 v

AKTIVIERE SPALTEN-
LOSCHSIGNAL FUR ALLE
ZU LOSCHENDEN
SPALTEN ZUM
SPEICHERN LOGISCHER
"0-en"

FIG. 3
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